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Memrystory s3 unikatowymi elementami elektronicznymi, ktére sa elementami biernymi
(moga rozprasza¢ energi¢ 1 nie sg zrodlami pradu) 1 posiadaja pamig¢ stanu. Pod wzgledem
funkcjonalnym maja cechy podobne do synaps w uktadach nerwowych zwierzat. Cechy te
sprawiaja, ze memrystory sa rozwazane jako gloéwne elementy budujace komputery
przysztosci. Ich istnienie zostato teoretycznie przewidziane w latach 70-tych XX wieku, ktore
zainicjowaty bardzo intensywne prace badawcze.

W ramach niniejszego projektu planuje si¢ opracowanie syntezy nowych materiatlow
potprzewodnikowych wykazujacych jednoczesnie cechy ferroelektrykow — materiatlow
wykazujacych porzadkowanie struktury wewnetrznej pod wplywem zewnetrznego pola
elektrycznego.

Materiatami, ktore wykazuja takie cechy sa miedzy innymi perowskity otowiowe, z
powodzeniem badane od wielu lak tako materiaty fotowoltaiczne. Gtéwnym ograniczeniem ich
powszechnego zastosowania jest duza wrazliwos¢ na wilgo¢ oraz toksycznosc.

W niniejszym projekcie planuje si¢ zaprojektowanie i1 zbadanie dwoch klas zwigzkow
chemicznych, ktore z jednej strony beda taczyty cechy potprzewodnikowe i ferroelektryczne, a
z drugiej beda wolne od wad perowskitow olowiowych (wigcksza trwato$¢ 1 mniejsza
toksycznos¢). Ponadto przewiduje sie, ze nowe materialy umozliwig precyzyjne strojenie
wiasciwosci elektrycznych w celu uzyskania memrystorow o pozadanych wiasciwosciach.

Materiaty te zostang doktadnie scharakteryzowane pod wzgledem struktury oraz wtasciwosci
elektrycznych. Planuje si¢ wykonanie serii  memrystorow cienkowarstwowych z
wykorzystaniem otrzymanych materiatow, ktdrych dziatanie bedzie oparte o modulacj¢ bariery
energetycznej na ztaczu metal-potprzewodnik (tzw. bariery Schottky’ego). Konfiguracja taka
powinna zapewni¢ znacznie lepsze parametry memrystora, w szczego6lnosci wigkszag trwalos¢ i
mniejsze zuzycie energii w procesie przetaczenia.

Przewiduje si¢, ze potaczenie cech potprzewodnikowych i ferroelektrycznych w jednym
materiale moze przynies¢ wiele korzysci z punktu widzenia dziatania memrystorow: szybsze
przetaczenie, dtuzszy czas retencji stanu, przelaczenie wielostanowe.

Cechy funkcjonalne memrystordw, a w szczeg6lnosci ich cechy synaptyczne zostang okreslone
w specjalnie zaprojektowanych uktadach modelowych do badan neuromimetycznych.



